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Fig. 2

(57) Abstract: The invention relates to a method for depositing an epitaxial layer on a substrate wafer from a gas phase, comprising:
- measurement of an edge geometry of the substrate wafer, which measurement assigns a thickness characteristic value to an edge of
the substrate wafer on the basis of edge positions, and assigns a thickness characteristic value at a notch position; - supporting the
substrate wafer on a support surface of a pocket of a susceptor of a device for depositing the epitaxial layer, wherein the support surface
is surrounded by an outer boundary; - heating the substrate wafer; and - guiding process gas over the substrate wafer; characterised
by checking whether the thickness characteristic value at the notch position deviates by more than a percentage bound from the thick-
ness characteristic value at an edge position having the greatest thickness characteristic value; - supporting the substrate wafer on the
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support surface such that the distance between the substrate wafer and the outer boundary of the support surface is smaller at the edge
position having the greatest thickness characteristic value than at the other edge positions, provided that the deviation is greater than
the percentage bound, or such that the distance between the substrate wafer and the outer boundary of the support surface is smaller at
the notch position than at the other edge positions, provided that the deviation is not greater than the percentage bound.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe aus einer Gasphase, um-
fassend das Messen einer Randgeometrie der Substratscheibe, das einem Rand der Substratscheibe in Abhéngigkeit von Randpositio-
nen einen Dickenkennwert zuweist, auch den Dickenkennwert an einer Notchposition; das Ablegen der Substratscheibe auf einer Ab-
lageflache einer Tasche eines Suszeptors einer Vorrichtung zum Abscheiden der epitaktischen Schicht, wobei die Ablagefldche von
einer duBeren Begrenzung umgeben ist, das Erhitzen der Substratscheibe; und das Leiten von Prozessgas iiber die Substratscheibe;
gekennzeichnet durch das Uberpriifen ob der Dickenkennwert an der Notchposition um mehr als eine prozentuale Schranke vom Di-
ckenkennwert an einer Randposition mit dem grofiten Dickenkennwert abweicht; das Ablegen der Substratscheibe auf der Ablageflédche
derart, dass der Abstand, den die Substratscheibe zur dueren Begrenzung der Ablagefliache hat, an der Randposition mit dem grofiten
Dickenkennwert kleiner ist, als an den anderen Randpositionen, sofern die Abweichung grofer als die prozentuale Schranke ist, oder
derart, dass der Abstand, den die Substratscheibe zur dufieren Begrenzung der Ablagefléche hat, an der Notchposition kleiner ist, als
an den anderen Randpositionen, sofern die Abweichung nicht gréfer als die prozentuale Schranke ist.



